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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月20日(2011.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリセルを形成する方法であって、
　基板上にステアリング素子を形成するステップと、
　選択付着プロセスを使用して前記ステアリング素子に接続される可逆的抵抗スイッチン
グ素子を形成するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記ステアリング素子を形成するステップが、垂直多結晶ダイオードを形成するステッ
プを含む方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、
　前記ステアリング素子を形成するステップが、ｐ－ｎダイオードまたはｐ－ｉ－ｎダイ
オードを形成するステップを含む方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、
　前記可逆的抵抗スイッチング素子を形成するステップが、ＮｉＯ、ＮｉＯx およびＮｉ
Ｏx Ｐy のうちの少なくとも１つを形成するステップを含む方法。
【請求項５】
　請求項４記載の方法において、
　前記可逆的抵抗スイッチング素子を形成するステップが、約１，０００オングストロー
ム以下の酸化層厚を有する可逆的抵抗スイッチング素子を形成するステップを含む方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、
　前記可逆的抵抗スイッチング素子を形成するステップが、ニッケル含有層を選択的に形
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成するステップを含む方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、
　前記ニッケル含有層を形成するステップが、ＮｉＯ、ＮｉＯx またはＮｉＯx Ｐy 含有
層を選択的に形成するステップを含む方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法において、
　前記ニッケル含有層を形成するステップが、前記ニッケル含有層を無電解に付着するス
テップを含む方法。
【請求項９】
　請求項７記載の方法において、
　前記ニッケル含有層を形成するステップが、電気メッキを使用して前記ニッケル含有層
を形成するステップを含む方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法において、
　前記可逆的抵抗スイッチング素子を形成するステップが、Ｔａ2 Ｏ5 、Ｎｂ2 Ｏ5 、Ａ
ｌ2 Ｏ3 、Ｖ2 Ｏ5 、ＣｏＯ、（Ｃｏx Ｎｉy ）Ｏz およびＴｉＯ2 のうちの少なくとも
１つを形成するステップを含む方法。
【請求項１１】
　メモリセルであって、
　第１の導体と、
　前記第１の導体の上に形成される第２の導体と、
　前記第１の導体と前記第２の導体との間に形成されるダイオードと、
　選択付着プロセスを使用して前記第１の導体と前記第２の導体との間に形成される可逆
的抵抗スイッチング素子と、
　を含むメモリセル。
【請求項１２】
　請求項１１記載のメモリセルにおいて、
　前記ダイオードが、垂直多結晶ダイオードを含むメモリセル。
【請求項１３】
　請求項１２記載のメモリセルにおいて、
　前記垂直多結晶ダイオードの多結晶材料が低抵抗率状態にあるように、前記多結晶材料
と接触するシリサイド、シリサイド－ゲルマニドまたはゲルマニド領域をさらに含むメモ
リセル。
【請求項１４】
　請求項１１記載のメモリセルにおいて、
　前記可逆的抵抗スイッチング素子が、ＮｉＯ、ＮｉＯx およびＮｉＯx Ｐy のうちの少
なくとも１つを含むメモリセル。
【請求項１５】
　請求項１１記載のメモリセルにおいて、
　ニッケル含有層をさらに含み、前記可逆的抵抗スイッチング素子が、前記ニッケル含有
層を酸化またはアニールすることによって形成されるメモリセル。
【請求項１６】
　請求項１５記載のメモリセルにおいて、
　前記ニッケル含有層が、無電解付着または電気メッキプロセスを使用して選択的に付着
されるメモリセル。
【請求項１７】
　モノリシックな３次元メモリアレイであって、
　基板上に形成される第１のメモリレベルであって、
　　複数のメモリセルであって、前記第１のメモリレベルの各メモリセルが、
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　　　ステアリング素子と、
　　　前記ステアリング素子に接続され、選択付着プロセスを使用して形成される可逆的
抵抗スイッチング素子と、を含む複数のメモリセルを含む第１のメモリレベルと、
　前記第１のメモリレベルの上にモノリシック的に形成される少なくとも第２のメモリレ
ベルと、
　を含むモノリシックな３次元メモリアレイ。
【請求項１８】
　請求項１７記載のモノリシックな３次元メモリアレイにおいて、
　各ステアリング素子が、垂直多結晶ダイオードを含むモノリシックな３次元メモリアレ
イ。
【請求項１９】
　請求項１７記載のモノリシックな３次元メモリアレイにおいて、
　各可逆的抵抗スイッチング素子が、ＮｉＯ、ＮｉＯx およびＮｉＯx Ｐy のうちの少な
くとも１つを含むモノリシックな３次元メモリアレイ。


	header
	written-amendment

